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Information 
SU 378/ SU 380 

Hersteller:. VEB Mikroelektronik „Karl Liebknecht“ Stahnsdorf ‘ 

Si-npn-Leistungsschalttransistor für Schaltnetzteile 

| Masse ca. 2,5 & 
| 
L 

{3_ Kollektor am Gehäuse 

E
 

S, 

Bild 1: Maße in mm und Anschlußbelegung 

TO 220



4 

ürenzwerte, gültig für den Umgebungstemperaturbereich Ja # 2508 +100-‘_’O 
% 

SU 378 u 380 
Kollektor-Basis-Spannung VeBo 700 850 V 

'E-? ; 
Kollektor-Emitter-Spannung UcEo 400 v 

M ; 
Kollektarstrom k f 6 A 
Kallektorspitzanstrom ICcM 8 A 

Gesamtverlustleistung N 'M 85 w 

t s25°C 

Sperrschichttemperatur j 175 en 

Betriebstemperatur u 125 45 

Keannwerte, bei :c—:s°c —5K 
—— min mox 

Kollektor-Emitter-Reststrom IcEx 03 mA 

ME 3V 4” Vcao 
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung VeEsot L 15 V 
1c=25A, 19=-05A 

Basis-Emitter-Sättigungsspannung VBEsat 13 v 
1C=25A 19=05A c B 

Kollektor-Emitter-Durchbruchsspannung 2450 V SU 378 
'C =0,2ÄA L|mw 2400 V SU 380 

Emitter-Basis-Durchbruchsspannung Em 27V 

}E =0,01 A . u‘ en 

Abfollzeit des Kollektorstromes H# 208 us 
1c=25A IB-O.S A, - 1g= A 

\& = 150 V 

Bestellbezeichnung: Transistor SU 378 - 

Transistor SU 380 Dn g.%” 

chkaiten _ oder Prodakkonarerbind. 

Anderungen verbehalten! ME Fr a VE 
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